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최근 의료, 광학, 바이오 분야 등과 같이 특화된 분야뿐만 아니라 일상 생활에서도 3D 이미징의 

수요가 크게 증가함에 따라 적은 비용으로 높은 수광 효율을 달성할 수 있는 광소자의 필요성이 

크게 증대되고 있다. 이러한 수요에 발 맞춰 CMOS 공정 기반의 SPAD(Single-Photon Avalanche 

Diode) 연구에 박차가 가해지고 있다. SPAD 는 빛을 전기적 신호로 변환하는 광전소자로서, 

Avalanche Breakdown 현상을 이용한 동작 방식은 빛이 적은 환경에서도 사물 검출을 가능하게 

한다는 특징을 가지고 있다. 이와 더불어 CMOS 공정을 통해 제작된 SPAD 는 집적화에 용이하고 

생산 비용을 절감할 수 있다는 매우 큰 장점을 가지고 있다[1]. 또한 CMOS 공정에서 제공하는 

다양한 Layer 들을 사용하여 각 용도에 보다 적합한 SPAD 를 구현할 수 있고, 요구되는 각 성능 

지표에 따라 구조를 최적화할 수 있기 때문에, 최근 CMOS 공정을 이용한 SPAD 의 연구가 활발히 

진행되고 있다. 본 논문에서는 CMOS 공정을 이용하여 제작된 SPAD 의 성능 검증을 위해 진행한 

전류-전압 특성, DCR(Dark Count Rate) 특성, LET(Light Emission Test) 특성과 더불어 

직접적인 수광효율을 나타내는 지표인 PDP(Photo detection probability) 특성의 결과를 보이며, 

구조의 최적화를 통해 수광 효율의 향상된 점을 제시한다. 

 

Fig 1. Example of a CMOS SPAD. 
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